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1. [10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 su: 100=Fβ , 6,0=== BESBE VVV γ V, 2,0=CESV V, dioda je 

idealna sa parametrom 7,0=DV V, a poznate su i otpornosti otpornika 121 == RR kΩ. Ako se ulazni napon 

menja u granicama 0V ≤≤ Gv 5V, odrediti i nacrtati karakteristike ( )GC vv  i ( )GC vi . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 1 
 

 
2. a) [2] Nacrtati kaskodni pojačavač sa NMOS tranzistorima. Smatrati da je izlazna otpornost NMOS 

tranzistora beskonačna. 
b) [2] Izračunati naponsko pojačanje pojačavača iz tačke a). 
c) [2] Izračunati ulaznu i izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a). 
d) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na svim priključcima NMOS tranzistora pojačavača iz tačke 

a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolokvijum traje 2 sata. 
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